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Siemens Transistor BU111

BU 111

Datasheet

NPN-Leistungs-Schalt-Transistor

fir hohe Betriebsspannungen

BU 111 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Schalttransistor im Gehause

3A2 DIN 41872 (TO-3).

Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.
Der Transistor ist besonders fir den Einsatz als Schalter fir hohe Betriebsspannungen,
z. B. in Horizontal-Ablenkschaltungen nach dem Pumptransistorprinzip geeignet.

Typ | Bestellnummer

BU 111 Qe2702-U84
Glimmerscheibe 062901-B11-A
Isaliernippel (Teflon) Q62901-B13-C
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Glimmerscheibe Male in mm

Grenzdaten

Kollektor-Emitterspannung
Kollektor-Basisspannung

Emitter- Basisspannung
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom
Sperrschichttemperatur
Lagerternperatur
Gesamtverlustleistung (Tg = 76°C)

Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Transistorgehause
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Siemens Transistor BU111

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Kollektor- Emitter- Durchbruchspannung
{{eeq = 20 mA)
Kollaktor- Basis- Durchbruchspannung

(Iens = 1 mA)
Emitter- Basis- Durchbruchspannung
(Iema = 1 mA)

Kollaktor- Emitter- Reststrom

(Uees = 400V Ty = 160°C)
Kollektor- Emitter-Séattigungsspannung
(Tg=3A:1s =1A)

Basis-Emitter- Sattigungsspannung
(Ic =3A:Ig=1A)

Statische Stromverstarkung

(Ie =34, Usg =8 Y)

(I =10 mA, Uge = 10V)

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Transitfraquenz

(I = 200 mA, Uee = 10V)

Schaltzeit

(fem3 AT =Jg =06 A Uge =12V)
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